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DESCRIPCION

Un procedimiento para fabricar una diana de éxido mediante depdsito por pulverizacion catédica que comprende una
primera fase y una segunda fase.

Campo técnico

La invencion se refiere a un procedimiento de fabricacion de una diana de éxido mediante depdsito por pulverizacion
catodica que comprende una primera fase que comprende un 6xido de un primer metal y un segundo metal y una
segunda fase que comprende un metal.

La invencioén se refiere ademas a una diana de 6xido obtenida mediante depdsito por pulverizaciéon catédica que
comprende una primera fase que comprende un 6xido de un primer metal y un segundo metal y una segunda fase
que comprende un metal.

Técnica antecedente

A lo largo de las ultimas décadas, el depdsito por pulverizacién catddica con magnetrén ha llegado a ser una técnica
bien conocida para depositar revestimientos delgados tales como revestimientos metdlicos o revestimientos
ceramicos.

Tipicamente, la técnica de depdsito por pulverizacién catddica se usa para depositar revestimientos 6pticos. Un
grupo importante de revestimientos Opticos son los 6xidos conductores transparentes tales como los 6xidos de indio
estafio (ITO) ya que combinan la conductividad eléctrica y la transparencia 6ptica. Las aplicaciones van desde
pantallas planas de exposicién, ventanas de vidrio de transparencia graduable, paneles inteligentes, lamparas
electroluminiscentes a aplicaciones de proteccion EMI.

Los revestimientos ITO se pueden preparar mediante depésito por pulverizacion reactiva de dianas de aleacion
metdlica de indio estafio o por pulverizacion no reactiva o pseudorreactiva de dianas de 6xido ceramico.

Un inconveniente del depdsito por pulverizacion reactiva de dianas de aleacién metdlica de indio estafio es que se
requiere un sistema preciso de control del gas reactivo para que se pueda depositar la deseada estequiometria
uniformemente sobre el sustrato y garantizar que el proceso sea estable a lo largo del tiempo (efecto de histéresis).

El documento US 2007/0141536 describe una diana metalica a usar en un procedimiento de depdsito por
pulverizacion reactiva. El efecto de histéresis se limita afiadiendo una cantidad de 6xido a la diana metdlica.

Por otra parte, el depédsito de una diana de 6xido tiene el in conveniente de que se forman nédulos en una parte
erosionada de la superficie de la diana de depdsito por pulverizacion catddica. Se considera que estos nédulos son
oxidos de bajo nivel de indio y/o estafio.

Durante el depdsito aumenta el numero y el tamafio de nédulos y estos se extienden gradualmente sobre las
superficies diana. Dado que la conductividad de los nédulos es mas baja, se pueden producir descargas anormales
mas bajas (formacién de arco), lo que conduce a un proceso de depdsito por pulverizacion inestable y a defectos en
el revestimiento depositado.

La patente U.S. n°. 5.480.532 describe una diana de 6xido producida por prensado isostatico en caliente de 6xido de
indio-6xido de estafo.

Presentacion de la invencion

Es un objetivo de la presente invencién proporcionar un procedimiento de fabricacién de dianas de 6xido mediante
depdsito por pulverizacién catddica evitando los problemas de la técnica anterior.

Es otro objetivo de la presente invencion proporcionar una diana obtenida mediante depdsito por pulverizacion
catodica que comprende una fase de 6xido y una fase metalica.

Es otro objetivo de la presente invencion proporcionar una diana mediante depdsito pulverizacion catodica que tiene
una conductividad eléctrica y térmica acrecentadas de manera que la diana depositada por pulverizacién catddica se
pueda usar a altos niveles de potencia.

De acuerdo con el primer aspecto de la presente invencidon se proporciona un procedimiento para la fabricacion de
una diana de 6xido mediante pulverizacion catédica. El procedimiento comprende las etapas de:

- proporcionar un soporte de diana;

- aplicar una capa exterior de un material depositable por pulverizacion catédica sobre el mencionado soporte de
diana por proyectar simultaneamente al menos un 6xido y al menos un metal, capa exterior que comprende una

2



10

15

20

25

30

35

40

45

50

ES 2379518 T3

primera fase y una segunda fase, comprendiendo la mencionada primera fase un éxido de al menos un primer metal
y un segundo metal; comprendiendo la mencionada segunda fase un metal en su fase metalica, por lo que el
mencionado metal en su fase metalica forma volumenes discretos situados en o entre el mencionado éxido de la
mencionada primera fase.

En una realizacion preferente, la segunda fase esta constituida por metal en su fase metalica.

La capa exterior comprende entre 0,1 y 20% en peso de metal en su fase metdlica. Mas preferiblemente, la capa
exterior comprende entre 1y 15% en peso de metal en su fase metdlica o la capa exterior comprende entre 1y 10%
en peso en su fase de metal en su fase metalica.

Muy preferiblemente, la capa exterior comprende entre 0,1 y 5% en peso de metal en su fase metalica, por ejemplo,
entre 2 'y 5% en peso o entre 3 y 5% en peso, siendo el resto de la capa exterior el mencionado 6xido.

En una realizacion preferente, el metal de la fase metalica esta constituido por el primer metal del 6xido de la
primera fase. En una realizacién alternativa, el metal de la fase metalica esta constituido por el segundo metal del
6xido de la primera fase.

La primera fase de la capa ext erior es una fase de 6xido, mientras que la segunda fase es una fase metalica.
A los fines de esta invencion, por “fase de 6xido” se entiende cualquier fase que comprende un éxido.
Por “fase metalica” se entiende cualquier fase que es o contiene un metal.

Como se ha mencionado antes, el metal en su fase metdlica forma volimenes discretos situados en o entre
volumenes del 6xido en su fase de 6xido. Preferiblemente el metal en su fase metalica esta totalmente rodeado por
volumenes de oxido.

Esto significa que en la capa exterior estan presentes dos fases separadas aunque pueden estar presentes bordes
de grano y/o capas de interdifusién entre las dos fases. Los bordes de grano son intercaras en las que se
encuentran las dos fases. Las capas de interdifusion son capas en las que hay interdifusion de las dos fases. Sin
embargo, la capa de interdifusién de acuerdo con la presente invencién tiene un espesor que esta limitado a unas
pocas capas atémicas.

Se puede considerar como 6xido cualquier 6xido de un primer metal A y un segundo metal B. A los fines de esta
invencion como un oxido de un primer metal A y un segundo metal B se entiende cualquier mezcla de un 6xido del
primer metal con un 6xido del segundo metal (AxOy y BxOy) y cualquier 6xido complejo de la férmula general A,B,0,
estequiométrico o no estequiométrico.

Por ejemplo, por 6xido de indio estafio se entiende cualquier mezcla de 6xido de indio (InxOy) y 6xido de estafio
(SnxOy) tal como, por ejemplo, In203y SnO» asi como 6xidos complejos de la férmula In,SnyO,, estequiométricos o
no estequiomeétricos.

En principio cualquier metal se puede considerar como primer metal o segundo metal del éxido de la primera fase,
esto es, la fase de oxido. Preferiblemente, el primer metal y el segundo metal se seleccionan entre el grupo
constituido por elementos del grupo lla del sistema periddico, los elementos del grupo lIb del sistema periddico, los
elementos del grupo llla del sistema periédico, los elementos del grupo IVa del sistema periddico, titanio, niobio,
tantalio, molibdeno y antimonio. Muy preferiblemente, el primer metal y/o el segundo comprende(n) magnesio, calcio,
titanio, niobio, tantalio, molibdeno, zinc, cadmio, boro, aluminio, galio, indio, germanio, estafio o antimonio.

Preferiblemente el primer metal se selecciona entre el grupo constituido por magnesio, calcio, titanio, zinc, cadmio,
galio, indio y estafo.

El segundo metal se selecciona preferiblemente entre el grupo constituido por magnesio, calcio, titanio, niobio,
tantalio, molibdeno, zinc, cadmio, boro, aluminio, galio, indio, germanio, estafio y antimonio.

Los 6xidos preferidos de un primer metal y un segundo metal comprenden 6xidos de indio estafio tales como
In4Sn3012, 6xidos de indio zinc, éxidos de cadmio estafio, 6xidos de zinc estafio tales como ZnSnO3 y Zn,Sn0y,
oxidos de zinc indio tales como Zn2In,Os y Znsln,Os4, oxidos de zinc aluminio, éxidos de magnesio indio Mgln,Oa,
oxidos de galio indio tales como Galn203 y (Galn)20s.

El metal de la fase metalica preferiblemente se selecciona entre el grupo constituido por los elementos del grupo lla
del sistema periddico, los elementos los elementos del grupo IIb del sistema periddico, los elementos del grupo llla
del sistema periddico, los elementos del grupo IVa del sistema periddico y titanio, niobio, tantalio, molibdeno y
antimonio. Son elementos preferidos del grupo lla, el grupo llb, el grupo llla y el grupo IV del sistema periddico
magnesio, calcio, zinc, cadmio, boro, aluminio, galio, indio, germanio y estafio.

Otro metal preferido de la fase metalica es niobio.
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Son combinaciones preferidas de la primera fase (fase de 6xido) y la segunda fase (fase metalica):
- oxido de indio estafio como fase de 6xido e indio como fase metdlica;

- oxido de indio estafio como fase de 6xido y estafio como fase metalica;

- oxido de indio estafio como fase de 6xido y zinc como fase metalica.

El soporte de diana de la diana de depdsito por pulverizacion catddica de acuerdo con la presente invenciéon puede
tener una forma cualquiera. Los soportes de diana preferidos son soportes de diana planos o soportes de diana
tubulares.

Puede preferirse aplicar una capa de unién en el soporte de diana antes de la aplicaciéon de la capa exterior de un
material de depdsito por pulverizacion catdédica. Como capa de union se puede considerar cualquier capa de union
conocida en la técnica. Las capas de unién preferidas comprenden un metal o una aleacion metalica.

De acuerdo con un segundo aspecto de la presente invencién se proporciona una diana de depdsito por
pulverizacion catddica. La diana de depésito por pulverizacion catédica comprende un soporte de diana y una capa
exterior de un material depositable por pulverizaciéon catddica aplicada sobre el soporte de diana. La capa exterior
comprende al menos una primera fase y una segunda fase. La primera fase comprende un éxido de al menos un
primer metal y un segundo metal; la segunda fase comprende un metal en su fase metalica. El metal en su forma
metalica esta asi formando voliumenes discretos situados en o entre el 6xido de la mencionada primera fase.

La capa exterior comprende entre 0,1 y 20% en peso de metal en su fase metalica. Mas preferiblemente, la capa
exterior comprende entre 1y 15% en peso de metal en su fase metalica, o la capa exterior comprende entre 1y 10%
en peso en su fase de metal en su fase metalica.

Muy preferiblemente, la capa exterior comprende entre 0,1 y 5% en peso de metal en su fase metalica, por ejemplo,
entre 2 'y 5% en peso o entre 3 y 5% en peso, siendo el resto de la capa exterior el mencionado 6xido.

En una realizacion preferente, el metal de la fase metalica consiste en el primer metal del 6xido de la fase de 6xido o
del segundo metal del 6xido de la fase de 6xido.

El soporte de diana de la diana de depdsito por pulverizacion catddica de acuerdo con la presente invenciéon puede
tener una forma cualquiera. Los soportes de diana preferidos son soportes de diana planos o soportes de diana
tubulares.

Una ventaja de una diana de depdsito por pulverizacion catédica de acuerdo con la presente invencién es que se
evita la formacion de nédulos en la diana durante la pulverizacion catédica.

Ademas, las dianas de depésito por pulverizacion catédica de acuerdo con la presente invencion tienen una
conductividad eléctrica y térmica acrecentada de manera que estas dianas de depdsito por pulverizacion catddica se
pueden usar a altos niveles de potencia.

Breve descripcion de las figuras de los dibujos

La invencioén se describira seguidamente mas detalladamente haciendo referencia a los dibujos que se acomparian,
de los que:

la Figura 1 es una seccién transversal de una primera realizacién de una diana de depdsito por pulverizaciéon
catédica de acuerdo con la presente invencion;

la Figura 2 es una seccion transversal de una segunda realizacién de una diana de depdsito por pulverizacion
catédica de acuerdo con la presente invencién

Modo de realizacion de la invencion

En cuanto a la Figura 1, se describe una seccion transversal de una diana depositada por pulverizacion catddica de
acuerdo con la presente invencion. La capa exterior 12 se aplica sobre un soporte de diana 14. La capa exterior
comprende una primera fase 16 y una segunda fase 18. La primera fase 16 es una fase de 6xido. La segunda fase
18 es una fase metalica.

La primera fase 16 comprende un 6xido de al menos un primer metal y un segundo metal como, por ejemplo, 6xido
de indio estafio. En una realizacion preferente, la fase de 6xido comprende voliumenes de éxido que tienen una
estructura del tipo de una sapicadura.

La segunda fase 18 comprende un metal. El metal de la segunda fase 18 preferiblemente es el primer metal del
6xido de la primera fase 16 o el segundo metal del éxido de la primera fase 16. Alternativamente, el metal de la
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segunda fase 18 comprende un metal que no es el primer metal o el segundo metal de la primera fase.

En una realizacion preferente, la capa exterior del material depositable por pulverizacién catédica comprende éxido
de indio estafio como primera fase (fase de 6xido) y estafio como segunda fase (fase metalica).

El metal de la segunda fase 18 forma volimenes discretos situados entre volimenes del 6xido de la primera fase 16.

La Figura 2 muestra una seccion transversal de una realizacién alternativa de una diana depositada por
pulverizacién catédica de acuerdo con la presente invencion. Sobre un soporte de diana 24 se ha aplicado una capa
exterior 22, La capa exterior comprende una primera fase 26 y una segunda fase 28. La primera fase 26 es una fase
de 6xido. La segundade la fase de oxido 26. fase 28 es una fase metalica.

El metal en su fase metalica 28 forma volimenes discretos situados en el 6xido de la fase de éxido 26.
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento para fabricar una diana de 6xido mediante depésito por pulverizacién catddica, procedimiento
que comprende las etapas de

- proporcionar un soporte de diana;

- aplicar una capa exterior de un material depositable por pulverizacion catédica sobre el mencionado soporte de
diana por proyectar simultaneamente al menos un 6xido y al menos un metal, capa exterior que comprende una
primera fase y una segunda fase, comprendiendo la mencionada primera fase un 6xido de al menos un primer metal
y un segundo metal; comprendiendo la mencionada segunda fase un metal en su fase metalica, por lo que el
mencionado metal en su fase metalica forma volimenes discretos situados en o entre el mencionado éxido de la
mencionada primera fase, comprendiendo la mencionada capa exterior entre 0,1 y 20% en peso de metal en su fase
metdlica.

2. Un procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 1, por el que la mencionada capa exterior comprende entre
0,1y 5% en peso de metal en su fase metdlica, siendo el resto de la mencionada capa exterior éxido.

3. Un procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 1 o 2, por el que el mencionado metal de la mencionada
segunda fase consiste en el mencionado primer metal del mencionado éxido o en el mencionado segundo metal del
mencionado oxido.

4. Un procedimiento de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, por el que el mencionado
primer metal del mencionado 6xido y/o el mencionado segundo metal del mencionado éxido se selecciona(n) entre
el grupo constituido por los elementos del grupo lla del sistema periddico, los elementos del grupo lIb del sistema
periédico, los elementos del grupo llla del sistema periddico, los elementos del grupo IVa del sistema periddico,
titanio, niobio, tantalio, molibdeno y antimonio.

5. Un procedimiento de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, por el que el mencionado
primer metal del mencionado 6xido se selecciona entre el grupo constituido por magnesio, calcio, titanio, zinc,
cadmio, galio, indio y estano.

6. Un procedimiento de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, por el que el mencionado
segundo metal del mencionado 6xido se selecciona entre el grupo constituido por magnesio, calcio, titanio, niobio,
tantalio, molibdeno, zinc, cadmio, boro, aluminio, galio, indio, germanio, estafio y antimonio.

7. Un procedimiento de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, por el que el mencionado
6xido se selecciona entre el grupo constituido por 6xidos de indio estafio, 6xidos de indio zinc, éxidos de cadmio
estafio, 6xidos de zinc estafo, 6xidos de zinc indio, 6xidos de zinc aluminio, éxidos de magnesio indio y éxidos de
galio indio.

8. Un procedimiento de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, por el que el mencionado
metal de la mencionada fase metalica se selecciona entre el grupo constituido por el grupo constituido por los
elementos del grupo lla del sistema periddico, los elementos del grupo lIb del sistema periédico, los elementos del
grupo llla del sistema periddico, los elementos del grupo IVa del sistema periddico, titanio, niobio, tantalio, molibdeno
y antimonio.

9. Un procedimiento de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, por el que el mencionado
soporte de diana comprende un soporte de diana plano o tubular.

10. Un procedimiento de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, procedimiento que
ademas comprende la etapa de aplicar una capa de unién sobre el mencionado soporte de diana antes de la
aplicacion de la mencionada capa exterior de un material depositable por pulverizacién catddica.

11. Una diana de 6xido obtenida mediante depésito por pulverizacion catdédica que comprende un soporte de diana
y una capa exterior de un material depositable por pulverizacién catédica, obtenible proyectando simultdneamente al
menos un oxido y al menos un metal, capa exterior mencionada que comprende una primera fase y una segunda
fase, comprendiendo la mencionada primera fase un 6xido de al menos un primer metal y un segundo metal;
comprendiendo la mencionada segunda fase un metal en su fase metdlica, por lo que el mencionado metal en su
fase metalica forma volumenes discretos situados en o entre el mencionado 6xido de la mencionada primera fase,
comprendiendo la mencionada capa exterior entre 0,1 y 20% en peso de metal en su fase metalica.

12. Una diana de 6xido obtenida mediante depésito por pulverizacion catédica de acuerdo con la reivindicacion 11,
en la que la mencionada capa exterior comprende entre 0,1 y 5% en peso de metal en su fase metalica, siendo el
resto de la mencionada capa exterior éxido.

13. Una diana de 6xido obtenida mediante depdsito por pulverizacion catddica de acuerdo con la reivindicacion 11 o
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12, en la que el mencionado metal de la mencionada segunda fase consiste en el mencionado primer metal del
mencionado 6xido o en el mencionado segundo metal del mencionado éxido.

14. Una diana de 6xido obtenida mediante depésito por pulverizacion catddica de acuerdo con una cualquiera de las
reivindicaciones 11 a 13 de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que el
mencionado primer metal del mencionado 6xido y/o el mencionado segundo metal del mencionado éxido se
selecciona(n) entre el grupo constituido por los elementos del grupo lla del sistema periodico, los elementos del
grupo llb del sistema periddico, los elementos del grupo llla del sistema periédico, los elementos del grupo 1Va del
sistema periddico, titanio, niobio, tantalio, molibdeno y antimonio.

15. Una diana de 6xido obtenida mediante depdsito por pulverizacion catédica de acuerdo con una cualquiera de las
reivindicaciones 11 a 14, en la que el mencionado soporte de diana comprende un soporte de diana plano o tubular.
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